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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Технологічні основи отримання впорядкованих наноструктур на поверхнях зондів для атомно-силової
мікроскопії

Назва роботи англійською:
Technological bases of receipt well-organized nanostructures on the surfaces of probes for an atomic-force
microscopy

Реферат українською:
Метою роботи є отримання методом термічного вакуумного осадження тонких плівок на діелектричних
зондах з подальшим електронно-променевим формуванням на них впорядкованих наноструктур для
підвищення механічних, хімічних та експлуатаційних характеристик цих зондів, як вимірювального
інструменту для нанодіагностики поверхонь. В результаті виконання роботи була розроблена методика та
алгоритм визначення часу безвідмовної експлуатації кремнієвих зондів для АСМ, які базуються на
розробленій експериментально-статистичній моделі із залученням методу планування двохфакторного
експерименту, визначені оптимальні режими при яких проводилася низькоенергетична електронно-
променева обробка кремнієвих зондів марки Ultrasharp CSC38 при яких відбувається підвищення їхніх
техніко-експлуатаційних характеристик, працездатності та розширює діапазон вимірювальних параметрів на
15…20%; вдосконалена комбінована методика отримання тонких та ультратонких покриттів на діелектричних
зондах; досліджені методами електронної мікроскопії та АСМ техніко-експлуатаційні характеристики,
хімічна стійкість інструменту для нанометричних вимірювань зі сформованими на них впорядкованими
наноструктурами. Ключові слова: діелектричні зонди, термічне вакуумне осадження, стрічковий
електронний потік, впорядкована наноструктура, атомно-силова мікроскопія.

Реферат англійською:
A purpose of work is a receipt by the method of a thermal vacuum besieging of thin-films on dielectric probes with
the further cathode-ray forming on its well-organized nanostructures for the increase of mechanical, chemical
and operating descriptions of its probes, as measuring instrument for nanodiagnostics of surfaces. As a result of
implementation of work it was the worked out methodology and algorithm of determination of time of faultless
exploitation of silicic probes for АFМ, it are based on the worked out experimentally-statistical model with
bringing in of method of planning of twofactor experiment, the optimal modes are certain at that the low-energy
beam-processing of silicic probes of brand of Ultrasharp CSC12 was conducted at that it is an increase of its
technical and operating descriptions, capacity and extends the range of measuring parameters on 15...20%; the
combined methodology of receipt of thin and ultrathin coverages is improved on dielectric probes; technical and
operating descriptions are investigational the methods of electronic and atomic-force microscopy, chemical
firmness of instrument for the nanometrical measuring with the well-organized nanostructures formed on them.
Keywords: dielectric probes, thermal vacuum besieging, band electronic stream, well-organized nanostructure,
atomic-force microscopy.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Впорядковані наноструктури сформовані на поверхні інструменту для
нанодіагностики поверхонь - зондів для атомно-силової мікроскопії, наноіндентори, інструмент для
нанолітографії тощо.

Назва НТП англійською: Functional nanostructures on the base of which it is possible to perfect an
element base and create the new base elements of piezotechniques are piezoengines, piezoelectric sensors etc.
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: В результаті виконання роботи розроблена методика отримання тонких та ультратонких
покриттів на діелектричних зондах АСМ методом вакуумного термічного осадження та визначені оптимальні
режими осадження при яких проводилася низькоенергетична електронно-променева обробка кремнієвих
зондів марки Ultrasharp CSC12, що призводять до підвищення техніко-експлуатаційних характеристик та
працездатності цих зондів, які базуються на модифікованому електронно-променевому обладнані та
методиках дослідження, а також на вдосконаленій експериментально-статистичній моделі з залученням
методу планування двохфакторного експерименту на основі якої створено алгоритм визначення часу
безвідмовної експлуатації кремнієвих зондів для АСМ.
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